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Zacatkem 60. let vedly ke snizeni rozmér( a spotreby prvni ¢islicové integrované
obvody. V roce 1971 zacina nova éra rozvoje elektroniky vyrobenim prvniho mikro-
procesoru. Zdokonalovani technologickych vyrobnich pochodi vedlo k soustavné-
mu zmensovani rozmér(l a spotrfeby elektfiny a zaroven ke zvySovani mnozstvi
polovodi¢ovych prvkd v jednom integrovaném obvodu, ke zmensovani jejich roz-
mérQ. Znamy Moorlv zakon fika, Ze se polet tranzistord, které mohou byt umistény
na jeden ¢ip kazdych 18 mésicl zdvojnasobi. Nové objevy v oblasti fyziky davaji
predpoklad, Ze se tento trend podafi udrzet i v nasledujicich letech, kdy se rozméry
jednotlivych prvkl integrovanych obvod zmensi do oblasti nanometrd.

Pro technika v praxi je velmi obtizné byt pribézné informovan o vétsiné novinek,
které jsou vysledkem soucasného rychlého rozvoje. Konstruktér elektronickych za-
fizeni musi feSit Siroky komplex otazek pocinaje volbou zakladni koncepce celého
zafizeni, navrhem dil¢ich blokU a jejich schémat a konce zplsobem jejich realiza-
ce, vetné typovych zkousek. Pro rozbor, navrh, ¢i pouziti elektronického obvodu je
nutna znalost chovani jeho soucastek z hlediska plsobeni riznych vnéjsich vliva.

Technik v praxi musi, podle svého zafazeni, drzet krok s dosazenym pokrokem
v oboru svého pusobeni nepfetrzitym sledovanim dostupnych technickych informa-
ci uverejiiovanych v technické literatufe a na Internetu.

Schopnost porozumét je zaloZena na znalostech. Dobry elektronik umi na pfislusné
Urovni kombinovat vyuzivani potfebného matematického aparatu, poznatk( pfirod-
nich véd a elektroniky.

Hlavni Ulohou téchto textd je na dUrovni primyslové Skoly dat zakladni prehled
moznosti vyuziti a feSeni modernich elektronickych soucastek.

8 J. DoLECEK: MODERNi UCEBNICE ELEKTRONIKY — 2. DiL



